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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 28 560.8-55

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 16. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Stro3ner, der Richterin Dr. Hock sowie der Richter Brandt und Dr. Friedrich



beschlossen:

Der Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse G 11 C des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2006 wird aufge-

hoben.

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentanspriiche 1 bis 12, eingereicht mit dem Beschwerde-
schriftsatz vom 20. Dezember 2006, eingegangen am 21. De-
zember 2006,

- Beschreibungsseiten 1, 1a, 10, eingereicht mit dem Schriftsatz
vom 02. September 2005, eingegangen am 08. Septem-
ber 2005,

- ursprungliche Beschreibung Seiten 2 bis 8 und 11 bis 64,
eingegangen am 26. Juni 2002, und

- ursprungliche Figuren 1 bis 25, eingegangen am
26. Juni 2002.

Bezeichnung der Erfindung: ,Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung

mit einer Datenlesestromeinstellungsfunktion®.

Grinde

Die Anmeldung 102 28 560 ist am 26. Juni 2002 mit der Bezeichnung ,Dunnfilm-
magnetspeichervorrichtung mit einer Datenlesestromeinstellungsfunktion® beim

Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Sie nimmt die Prioritat der



japanischen Ursprungsanmeldung JP 2001-329 338 vom 26. Oktober 2001 in An-

spruch.

Die Prufungsstelle fir Klasse G 11 C hat folgenden Stand der Technik bertcksich-

tigt:

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

R. Scheuerlein et al.: A 10 ns read and write non-volatile memory array
using a magnetic tunnel junction and FET switch in each cell; in: IEEE In-
ternational Solid-State Circuits Conference, 7. - 9. Februar 2000,

S. 128 - 129;

P.K. Naji et al.: A 256 kb 3.0 V 1T1 MTJ nonvolatile magnetoresistive RAM,;
in: IEEE International Solid-State Circuits Conference, 5. - 7. Februar 2001,

S. 122 - 123 und 438;

K. Yamada et al.: A novel sensing scheme for an MRAM with a 5 % MR
ratio; in: Symposium on VLSI Circuits, 14. - 16. Juni 2001, S. 123 - 124;

S. Tehrani et al.: Recent developments in magnetic tunnel junction MRAM,;
in: IEEE Transactions on Magnetics, Bd. 36, Nr. 5, September 2000,

S. 2752 - 2757,

R.E. Scheuerlein: Magnetoresistive IC memory limitations and architecture
implications; in: 7th Biennial IEEE Nonvolatile Memory Technology
Conference, 22. - 24. Juni 1998, S. 47 - 50;

US 6 185 130 B1;

DE 101 30 829 Al (nichtvorveroffentlichte altere Anmeldung);

EP 1 225 591 A2 (nichtvorveroffentlichte altere Anmeldung);



D9 P.P. Freitas et al.: Spin dependent tunnel junctions for memory and read-
head applications; in: IEEE Transactions on Magnetics, Bd. 36, Nr. 5, Sep-
tember 2000, S. 2796 - 2801;

D10 DE 102 28 578 Al (nichtvorveroffentlichte altere Anmeldung);

D11 H. Boeve et al.: Electrical characteristics of magnetic memory cells
comprising magnetic tunnel junctions and GaAs diodes; in: Electronics
Letters, Bd. 36, Nr. 21, 12. Oktober 2000, S. 1782 - 1783, und

D12 R. Rodriguez et al.: Analysis of the degradation and breakdown of thin SiO,
films under static and dynamic tests using a two-step stress procedure; in:
IEEE Transactions on Electron Devices, Bd. 47, Nr. 11, November 2000,
S. 2138 - 2145.

Die Prufungsstelle hat in mehreren Bescheiden dargelegt, dass die beanspruchte
Dunnfilmspeichervorrichtung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fach-
manns beruhe und die Anmeldung mit dieser Begrindung mit Beschluss vom

30. Oktober 2006 zurtickgewiesen.

Mit diesem Beschluss hat sie auch die von der Anmelderin beantragte Anhdrung
abgelehnt, da davon auszugehen sei, dass sich die gefestigten Standpunkte auch
in einer Anhdrung nicht andern wirden, was sich daraus ergebe, dass die Anmel-

derin dem Anspruchsvorschlag der Prifungsstelle neuerlich nicht gefolgt sei.

Gegen diesen am 27. November 2006 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin
mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2006, eingegangen am 21. Dezember 2006,

Beschwerde eingelegt.



In ihrem Beschwerdeschriftsatz beantragt die Anmelderin,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben,

- das Patent auf der Grundlage der mit diesem Schriftsatz
eingereichten Patentansprtiche 1 bis 12 zu erteilen und

- die Beschwerdegebuhr zuriickzuzahlen, da die von ihr bean-
tragte und von der Prifungsstelle abgelehnte Anhdrung sach-

dienlich gewesen waére.

Hilfsweise beantragt sie die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung.

Der geltende Anspruchssatz umfasst die nebengeordneten Anspriche 1, 2, 4
und 12 sowie die Unteranspriiche 3 und 5 bis 11. Die nebengeordneten Patentan-

spruche 1, 2, 4 und 12 lauten:

»L1. Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung mit:

einer Mehrzahl von Speicherzellen (MC), die jeweils eine

Datenspeicherung durchftihren; und

einer Mehrzahl von Datenleitungen (BL, /BL), die gemaf
vorbestimmten Segmenten der Mehrzahl von Speicherzellen
jeweils angeordnet sind, wobei jede der Mehrzahl von Spei-
cherzellen einen Magnetspeicherbereich (TMR) enthalt, der
einen ersten oder zweiten elektrischen Widerstand (Rmax
und Rmin) gemald einem Pegel der gespeicherten Daten

aufweist, und

ein Zugriffselement (ATR), das elektrisch mit dem Magnet-

speicherbereich in Reihe geschaltet ist, zwischen einer Ent-



sprechenden der Mehrzahl von Datenleitungen und einer

ersten Spannung (Vss), und selektiv eingeschaltet wird,

wobei die Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung ferner enthalt:

eine Stromversorgungsschaltung (50) zur Lieferung eines
Stroms (Is), der durch den Magnetspeicherbereich fliel3t, wo-
bei die Stromversorgungsschaltung einen ersten konstanten
Strom an mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen
im Normaloperationsmodus liefert, und einen zweiten Kon-
stantstrom, der grof3er ist als der erste Konstantstrom, an
mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen in einem

anderen Operationsmodus;

wobei das Zugriffselement (ATR) einen Feldeffekttransistor
aufweist, der in Reihe mit dem Magnetspeicherbereich ge-

schaltet ist, und

wobei in der Mehrzahl der Speicherzellen, in denen das
Zugriffselement (ATR) eingeschaltet ist, eine Spannung, die
an das Gate des Feldeffekttransistors in dem anderen Ope-
rationsmodus angelegt ist, derart gesetzt ist, dass ein EIN-
Widerstand des Feldeffekttransistors geringer ist als der EIN-

Widerstand im Normaloperationsmodus.”

Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung mit:

einer Mehrzahl von Speicherzellen (MC), die jeweils eine Da-

tenspeicherung durchfihren; und



einer Mehrzahl von Datenleitungen (BL, /BL), die gemaf
vorbestimmten Segmenten der Mehrzahl von Speicherzellen

jeweils angeordnet sind, wobei

jede der Mehrzahl von Speicherzellen einen Magnet-
speicherbereich (TMR) enthalt, der einen ersten oder zwei-
ten elektrischen Widerstand (Rmax und Rmin) gemal3 einem
Pegel der gespeicherten Daten aufweist, und

ein Zugriffselement (ATR), das elektrisch mit dem Magnet-
speicherbereich in Reihe geschaltet ist, zwischen einer Ent-
sprechenden der Mehrzahl von Datenleitungen und einer

ersten Spannung (Vss), und selektiv eingeschaltet wird,

wobei die Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung ferner enthalt:

eine Stromversorgungsschaltung (50) zur Lieferung eines
Stroms (Is), der durch den Magnetspeicherbereich fliel3t, wo-
bei die Stromversorgungsschaltung einen ersten konstanten
Strom an mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen
im Normaloperationsmodus liefert, und einen zweiten Kon-
stantstrom, der grof3er ist als der erste Konstantstrom, an
mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen in einem

anderen Operationsmodus;

wobei

die Mehrzahl der Speicherzellen (MC) in einer Matrix ange-

ordnet sind,



die Mehrzahl der Datenleitungen (BL, /BL) korrespondierend

zu den jeweiligen Speicherzellenspalten angeordnet sind;

die Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung ferner eine Mehrzahl
von Auswabhlgateschaltungen (RCSG1, RCSGm) enthalt, die
korrespondierend zu den jeweiligen Speicherzellenspalten
bereitgestellt sind, und die eine Verbindung zwischen der
Stromversorgungsschaltung (50) und der Mehrzahl von Da-

tenleitungen steuert; und

jede der Auswahlgateschaltungen N-Datenleitungen (N: ein
ganzzahliger Wert nicht kleiner als 2) von der Mehrzahl von
Datenleitungen mit der Stromversorgungsschaltung in dem
anderen Operationsmodus verbindet, und eine Datenleitung
von der Mehrzahl von Datenleitungen, die zu einer ausge-
wahlten Speicherzelle korrespondiert, von der Mehrzahl von
Speicherzellen, als eine Datenlesezielspeicherzelle verbin-
det.”

Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung mit:

einer Mehrzahl von Speicherzellen (MC), die jeweils eine

Datenspeicherung durchftihren; und

einer Mehrzahl von Datenleitungen (BL, /BL), die gemaf
vorbestimmten Segmenten der Mehrzahl von Speicherzellen

jeweils angeordnet sind, wobei

jede der Mehrzahl von Speicherzellen einen Magnetspei-
cherbereich (TMR) enthalt, der einen ersten oder zweiten



elektrischen Widerstand (Rmax und Rmin) gemalR einem

Pegel der gespeicherten Daten aufweist, und

ein Zugriffselement (ATR), das elektrisch mit dem Magnet-
speicherbereich in Reihe geschaltet ist, zwischen einer Ent-
sprechenden der Mehrzahl von Datenleitungen und einer

ersten Spannung (Vss), und selektiv eingeschaltet wird,

wobei die Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung ferner enthalt:

eine Stromversorgungsschaltung (50) zur Lieferung eines
Stroms (Is), der durch den Magnetspeicherbereich fliel3t, wo-
bei die Stromversorgungsschaltung einen ersten konstanten
Strom an mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen
im Normaloperationsmodus liefert, und einen zweiten Kon-
stantstrom, der grofer ist als der erste Konstantstrom, an
mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen in einem

anderen Operationsmodus;

die Mehrzahl von Speicherzellen (MC) in einer Matrix ange-
ordnet sind,

die DUnnfilmmagnetspeichervorrichtung ferner einen Reihen-
auswabhlbereich (20, 30) zur Steuerung des Zugriffselements
(ATR) enthalt, das fur jede Speicherzellenreihe ein- und aus-

geschaltet wird; und

der Reihenauswahlbereich Zugriffselementgruppen, die
M-Speicherzellenreihen (M: ganzzahliger Wert nicht kleiner
als 2) in dem anderen Operationsmodus entsprechen, ein-
schaltet, und der die Zugriffselementgruppen, die zu einer

Speicherzellenreine korrespondiert, die einer ausgewahlten
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Speicherzelle entspricht, einschaltet, von den Speicherzellen
als eine Datenlesezielspeicherzelle im Normaloperationsmo-

dus.”

Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung mit:

einer Mehrzahl von Speicherzellen (MC), die jeweils eine
Datenspeicherung durchfiihren; und

einer Mehrzahl von Datenleitungen (BL, /BL), die gemaf
vorbestimmten Segmenten der Mehrzahl von Speicherzellen

jeweils angeordnet sind, wobei

jede der Mehrzahl von Speicherzellen einen Magnet-
speicherbereich (TMR) enthalt, der einen ersten oder zwei-
ten elektrischen Widerstand (Rmax und Rmin) gemalf3 einem

Pegel der gespeicherten Daten aufweist, und

ein Zugriffselement (ATR), das elektrisch mit dem Magnet-
Speicherbereich in Reihe geschaltet ist, zwischen einer Ent-
sprechenden der Mehrzahl von Datenleitungen und einer

ersten Spannung (Vss), und selektiv eingeschaltet wird,

wobei die Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung ferner enthalt:

eine Stromversorgungsschaltung (50) zur Lieferung eines
Stroms (Is), der durch den Magnetspeicherbereich fliel3t, wo-
bei die Stromversorgungsschaltung einen ersten konstanten
Strom an mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen
im Normaloperationsmodus liefert, und einen zweiten Kon-

stantstrom, der grofer ist als der erste Konstantstrom, an
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mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen in einem

anderen Operationsmodus;

wobei die Stromversorgungsschaltung (50) einen Lesetrei-
berbereich (RCDG) enthalt, der die mindestens eine Daten-
leitung (BL, /BL) mit einer zweiten Spannung (Vcc2) gréler
als die erste Spannung verbindet, und

einer Datenschreibschaltung (51w), die durch Belieferung mit
einer dritten Spannung (Vcc3) betrieben wird, die grof3er ist
als die zweite Spannung, und zum Erzeugen eines Daten-
schreibstroms (xlw), der den Magnetspeicherbereich (TMR)
der ausgewéhlten Speicherzelle magnetisiert, von der Mehr-
zahl von Speicherzellen als eine Datenschreibzielspeicher-
zelle gemald dem Pegel der gespeicherten Daten wahrend

des Datenschreibens im Normaloperationsmodus,

die Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung ferner eine Aus-
wabhlgateschaltung (RCSG, WCSG) enthalt, zur Steuerung
der Verbindung zwischen der Stromversorgungsschal-
tung (50) und der Mehrzahl von Datenleitungen,

wobei

die Auswahlgateschaltung einen der Lesetreiberbereiche und
die Datenschreibschaltung mit mindestens einer entspre-
chenden Datenleitung von der Mehrzahl von Datenleitungen,
die zu der ausgewahlten Speicherzelle korrespondieren, im
Normaloperationsmodus verbindet, und die Datenschreib-
schaltung mit der mindestens einen Datenleitung von der
Mehrzahl von Datenleitungen verbindet, die zu den Testziel-
speicherzellen im anderen Operationsmodus korrespon-

dieren, und wobei
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die Datenschreibschaltung den zweiten Konstantstrom in

dem anderen Operationsmodus liefert.”

Hinsichtlich der geltenden Unteranspriiche 3 und 5 bis 11 sowie hinsichtlich der

weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig und auch begriindet.
Sie fuhrt zur Aufhebung des Beschlusses und zur Erteilung des Patents gemal
dem in der Beschwerde gestellten Antrag, denn die Dunnfilmmagnetspeichervor-
richtungen nach den nebengeordneten Patentansprichen 1, 2, 4 und 12 sind neu
und beruhen auf einer erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns, so dass sie pa-

tentfahig sind.

1. Gegenstand der Anmeldung ist eine Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung.

Derartige Speichervorrichtungen bestehen aus einer Arrayanordnung von
Speicherzellen, die jeweils aus einem MOS-Transistor und einem an diesen ange-
schlossenen Speicherelement gebildet werden, das einen magnetischen Tunnel-
Ubergang (,magnetic tunnel junction“ (MTJ)) aufweist. Das Speicherelement be-
steht aus einer Schichtanordnung, bei der zwei ferromagnetische Schichten durch
eine dielektrische Barriereschicht voneinander getrennt sind, die so dunn ist, dass
sie von Elektronen aus der ferromagnetischen Schicht durchtunnelt werden kann.
Wahrend die eine der beiden magnetischen Schichten eine fest vorgegebene
Magnetisierungsrichtung aufweist, ist die Magnetisierungsrichtung der anderen
Schicht durch Anlegen eines Strompulses einstellbar, so dass die Anordnung zwei
verschiedene Zustédnde einnehmen kann, namlich einen ersten Zustand, in dem
die beiden Schichten parallel magnetisiert sind, und einen zweiten Zustand, in

dem die beiden Schichten antiparallel magnetisiert sind. Da die Materialien fur die
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ferromagnetischen Schichten so gewahlt sind, dass ihr elektrischer Widerstand
von der Magnetisierungsrichtung abhangt (magnetoresistiver Effekt), fliel3t je nach
Magnetisierungsrichtung der frei einstellbaren Schicht ein unterschiedlicher Tun-
nelstrom durch die gesamte Anordnung.

Durch das Einstellen der Magnetisierungsrichtung der einen ferromagnetischen
Schicht kdnnen somit zwei Programmierzustande definiert werden, die mit Hilfe
einer Leseeinrichtung durch Detektieren des Tunnelstroms bzw. des elektrischen
Widerstands der jeweiligen Zelle ermittelt werden. Problematisch ist dabei aller-
dings, dass die Strom-Spannungskennlinie der Speicherzellen sehr empfindlich
auf fertigungsbedingte Schwankungen der Dicke der Barriereschicht reagiert, da
sich der Tunnelstrom wegen der exponentiellen Abhangigkeit der Tunnelwahr-
scheinlich von der Dicke der Barriereschicht bereits bei geringen Dickenschwan-

kungen erheblich andert.

AuRRerdem hangt der Tunnelstrom auch stark von der Umgebungstemperatur ab,
so dass auch dieser Effekt die Lesegenauigkeit der Speicherdaten erschwert, vgl.

in den geltenden Beschreibungsunterlagen S. 2, 2. Abs. bis S. 8., 1. Abs.

Die fertigungsbedingten Schwankungen der Dicke der Barriereschicht kdnnen sich
aulBerdem auch negativ auf die Betriebszuverlassigkeit der gesamten Speicher-
vorrichtung auswirken, denn bei einer herstellungsbedingt zu dinnen Barriere-
schicht besteht die Gefahr, dass bei der anliegenden Spannung ein zu hoher Tun-
nelstrom fliel3t. Aus diesem Grund ist es notwendig, Dunnfilmmagnetspeichervor-
richtungen einem Fehlerbeschleunigungstest zu unterziehen, bei dem in effektiver
Weise die Zuverlassigkeit der Speicherzellen Uberprift wird, vgl. in den geltenden
Beschreibungsunterlagen S. 8, 2. und 3. Abs.

Dementsprechend liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, einen Aufbau einer Dinnfilmmagnetspeichervorrichtung bereitzustellen,

die eine Datenlesetoleranz sicherstellen kann, die zu Herstellungsunregelmafig-
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keiten der Dicke eines Tunnelfilms, der einen Magnettunnelibergang bildet, kor-
respondiert. Weiterhin liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, einen Aufbau einer Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung bereitzustellen,
die wirkungsvoll einen Fehlerbeschleunigungstest durchfihren kann, um Poten-
tialfehler eines Tunnelfilms, der einen Magnetibergang bildet, zu klaren, vgl. S. 8,

vorle. und le. Abs. der geltenden Beschreibungsunterlagen.

Gemal den geltenden nebengeordneten Patentanspriichen 1, 2, 4 und 12 werden
diese Aufgaben Ubereinstimmend geldst durch eine Dinnfilmmagnetspeichervor-
richtung mit einer Mehrzahl von Speicherzellen und mit einer Mehrzahl von Da-
tenleitungen, die jeweils gemald vorbestimmten Segmenten der Mehrzahl von
Speicherzellen angeordnet sind, wobei jede der Speicherzellen einen Magnet-
speicherbereich, der einen ersten oder zweiten elektrischen Widerstand gemaf
einem Pegel der gespeicherten Daten aufweist, und ein Zugriffselement, das
elektrisch mit dem Magnetspeicherbereich in Reihe geschaltet ist, zwischen einer
Entsprechenden der Mehrzahl von Datenleitungen und einer ersten Spannung
(Vss) enthalt und selektiv eingeschaltet wird. AuRerdem enthalt die Dinnfilmmag-
netspeichervorrichtung eine Stromversorgungsschaltung zur Lieferung eines
Stroms, der durch den Magnetspeicherbereich fliel3t, wobei die Stromversor-
gungsschaltung im Normaloperationsmodus einen ersten konstanten Strom an
mindestens eine der Mehrzahl von Datenleitungen und einen zweiten Konstant-
strom, der groRRer ist als der erste Konstantstrom, an mindestens eine der Mehr-

zahl von Datenleitungen in einem anderen Operationsmodus liefert.

Gemal Anspruch 1 wird Gber diese Lehre hinausgehend an das Gate der Feld-
effekttransistoren derjenigen Speicherzellen, auf die zugegriffen wird, eine Span-
nung derart angelegt, dass der Widerstand der Feldeffekttransistoren in dem an-

deren Operationsmodus geringer ist als im Normaloperationsmodus.

Dies stellt sicher, dass der Tunnelstrom in dem anderen Operationsmodus, nam-

lich einem Einbrennmodus in jedem Fall einen hohen Wert annimmt, der nicht
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durch den Widerstand der Feldeffekttransistoren begrenzt wird, vgl. hierzu die Er-
lAuterungen in den urspringlichen Unterlagen S. 45, 2. Abs. bis S. 46, 3. Abs.
bzw. in der Offenlegungsschrift die Abschnitte [0179] bis [0185].

Gemald dem geltenden Anspruch 2 weist die Speichervorrichtung tber die oben
erlauterte, allen nebengeordneten Anspriichen gemeinsame Lehre hinausgehend
eine mit den Speicherzellenspalten korrespondierende Mehrzahl von Auswahl-
gateschaltungen auf, die eine Verbindung zwischen der Stromversorgungsschal-
tung und der Mehrzahl von Datenleitungen steuert. Jede der Auswahlgateschal-
tungen verbindet in dem anderen Operationsmodus eine Mehrzahl N von Daten-
leitungen mit der Stromversorgungsschaltung, so dass beim Einbrennmodus eine
Mehrzahl von Speicherzellenspalten gleichzeitig mit dem hdheren Strom beauf-

schlagt werden, was diesen Test beschleunigt.

AulRerdem gibt dieser Anspruch die Lehre, dass jede der Auswahlgateschaltungen
eine mit einer als Datenlesezielspeicherzelle ausgewahlten Speicherzelle korres-

pondierende Datenleitung mit der Stromversorgungsschaltung verbindet.

Dies ermdglicht ein schnelleres Lesen der ausgewdahlten Speicherzelle im
Normalbetrieb, da die RC-Last im Lesestrompfad verringert wird, vgl. die Erlaute-
rungen in den urspringlichen Unterlagen S. 46, le. Abs. bis S. 55, vorle. Abs. bzw.
in der Offenlegungsschrift die Abschnitte [0186] bis [0219].

Gemall dem geltenden Anspruch 4 weist die Speichervorrichtung tber die den
nebengeordneten Anspriichen gemeinsame Lehre hinaus einen Reihenauswahl-
bereich auf, der Zugriffselemente steuert, mit denen jeweils Speicherzellenreihen
ein- und ausgeschaltet werden. Dabei schaltet dieser Reihenauswahlbereich in
dem anderen Operationsmodus Zugriffselementgruppen fir eine Mehrzahl von M
Speicherzellenreihen ein, so dass in effektiver Weise mehrere Speicherzellenrei-
hen gleichzeitig dem Einbrennmodus unterworfen werden. Aul3erdem schaltet der

Reihenauswahlbereich im Normalbetriebsmodus die Zugriffselementgruppen ein,
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die zu einer Speicherzellenreihe mit einer als Datenlesezielspeicherzelle ausge-
wahlten Speicherzelle gehoren, was ein schnelles Lesen ermdglicht, vgl. die Er-
lAuterungen in den urspringlichen Unterlagen S. 40, le. Abs. bis S. 45, 1. Abs.
bzw. in der Offenlegungsschrift die Abschnitte [0162] bis [0178].

Gemal Anspruch 12 weist die Stromversorgungsschaltung tber die gemeinsame
Lehre der Anspriiche hinaus einen Lesetreiberbereich auf, der die Datenleitungen
mit einer hoheren als einer ersten Spannung verbindet. Aul3erdem ist eine Daten-
schreibschaltung vorgesehen, die mit einer dritten Spannung betrieben wird, die
ihrerseits hoher ist als die hohere zweite Spannung, und die einen Datenschreib-
strom erzeugt, der den Magnetspeicherbereich der ausgewahlten Speicherzelle
gemall dem Pegel der gespeicherten Daten magnetisiert. Weiterhin ist eine Aus-
wahlgateschaltung vorgesehen, die die Verbindung zwischen der Stromversor-
gungsschaltung und der Mehrzahl von Datenleitungen steuert und die im Normal-
operationsmodus einen der Lesetreiberbereiche und die Datenschreibschaltung
mit einer der mehreren Datenleitungen verbindet, die der der ausgewéhlten Spei-
cherzelle entspricht, wahrend sie im anderen Operationsmodus die Datenschreib-
schaltung mit der mindestens einen Datenleitung verbindet, die zu den Testziel-
speicherzellen gehoren, wobei die Datenschreibschaltung in diesem Modus den

zweiten Konstantstrom liefert.

Diese Schaltung ermdglicht ebenfalls einen schnellen Lesebetrieb sowie einen
effektiven Einbrennmodus, wobei hier die Datenschreibschaltung einen Teil der
bendtigten Funktionen ausibt, vgl. die Erlauterungen in den urspringlichen Un-
terlagen S. 46, le. Abs. bis S. 57, 4. Abs. bzw. in der Offenlegungsschrift die Ab-
schnitte [0186] bis [0227].

2. Die geltenden Anspriiche sind zulassig.
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Der geltende Anspruch 1 geht auf den urspringlichen nebengeordneten An-
spruch 6 und den auf diesen riickbezogenen urspringlichen Unteranspruch 9 zu-

rick.

Der geltende Anspruch 2 geht auf den urspringlichen nebengeordneten An-
spruch 6 und den auf diesen rickbezogenen urspringlichen Unteranspruch 10

zuriick.

Der geltende Unteranspruch 3 entspricht dem urspriinglichen Unteranspruch 11,

der auf die urspriinglichen Unteranspriche 6 bis 10 riickbezogen war.

Der geltende Anspruch 4 entspricht dem urspriinglichen Anspruch 6 und dem auf

diesen riickbezogenen urspriinglichen Unteranspruch 11.

Die geltenden Unteranspriiche 5 bis 11 entsprechen den urspriinglichen Unteran-

spriuchen 12 bis 18.

Der geltende Anspruch 12 geht auf den urspringlichen Anspruch 6 und den auf

diesen riickbezogenen Unteranspruch 19 zurtck.

3. Die in den nebengeordneten Patentansprichenl, 2, 4 und 12 gegebene

Lehre ist patentfahig.

3.1 Die von der Priufungsstelle im Zurickweisungsbeschluss als nachstkommen-
der Stand der Technik gewurdigte Druckschrift D9 offenbart eine Dunnfilmmagnet-
speichervorrichtung mit einer Mehrzahl von Speicherzellen mit einem Magnet-
speicherbereich, der abhéangig vom Pegel der gespeicherten Daten einen ersten
und einen zweiten elektrischen Widerstand aufweist, und mit einer Mehrzahl von
Datenleitungen, die gemal vorbestimmten Segmenten der Mehrzahl von Spei-
cherzellen angeordnet sind. Auch ist ein Zugriffselement vorhanden, das elektrisch

mit dem Magnetspeicherbereich in Reihe geschaltet ist und das ein Feldeffekt-
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transistor sein kann. Zwangslaufig muss auch eine Stromversorgungsschaltung
zur Lieferung eines Stroms durch den Magnetspeicherbereich vorgesehen sein,
vgl. insoweit das Kapitel Il. ,Tunnel Junction Random Access Memories* auf
S. 2798 bis 2800.

Jedoch macht die Druckschrift D9 keinerlei Angaben uber einen anderen Opera-
tionsmodus als den normalen Speicherbetrieb, insbesondere nicht tber einen
Testmodus, und enthalt auch keinen Hinweis darauf, dass auf3er dem im Normal-
betrieb der Speichereinrichtung durch die Speicherzellen flieBenden Strom ein
weiterer, hoherer Konstantstrom an die Speicherzellen angelegt werden soll. Auch
Hinweise, den Widerstand des Feldeffekttransistors je nach Operationsmodus
unterschiedlich einzustellen, finden sich hier dementsprechend nicht.

Die auRerdem von der Prifungsstelle im Zurtickweisungsbeschluss zur Stitzung
ihrer Argumentation herangezogene Druckschrift D12 offenbart eine zweistufige
~otress” - Testmethode von diinnen SiO»-Schichten, mit deren Hilfe die Degrada-
tions- und Durchbruchsmechanismen von derartigen, in der MOS-Technologie als
Gateoxiden verwendeten Schichten analysiert werden sollen. Dabei werden zum
~Stressen” des Oxids unterschiedlich hohe, jeweils konstante Strome an dieses
angelegt, so dass die Abhangigkeit der Degradation des Oxids von der einge-
brachten Ladungsmenge untersucht werden kann, vgl. insbesondere S. 2139,
re. Sp., vorle. Abs. und S. 2141 bis 2142, Kap. IV B.

Diese Druckschrift beschaftigt sich somit mit einem vollig anderen Gegenstand als
einer Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung. Abgesehen davon, dass der Fachmann
diese fachfremde Druckschrift im Hinblick auf die Auslegung einer Stromversor-
gungsschaltung einer Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung nicht zu Rate zieht, da
es hier allein um die Analyse von Gateoxidschichten geht und keinerlei inhaltliche
Verbindung zu Dunnfilmmagnetspeichervorrichtungen und zur Auslegung der

Stromversorgungsschaltung einer solchen Speicherschaltung besteht, werden in
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dieser Druckschrift auch keinerlei MaRnahmen zum Betrieb einer Speichervor-

richtung in verschiedenen Operationsmodi offenbart.

Die in den geltenden nebengeordneten Patentanspriichen 1, 2, 4 und 12 genann-
ten Mallnahmen zur Auslegung einer Stromversorgungsschaltung im Hinblick auf
verschiedene Operationsmodi sind somit ebenso wenig aus diesen Druckschriften
bekannt oder durch diese nahelegt wie die in diesen Anspriichen angegebenen
oben erlauterten weiteren MalRnahmen, so dass die Gegenstande der nebenge-
ordneten Patentanspriiche 1, 2, 4 und 12 gegenuber diesem Stand der Technik

neu sind und diesem gegeniber auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

3.2 Gleiches gilt auch im Hinblick auf die tbrigen vorveroffentlichten Druckschrif-

ten.

Die Druckschrift D1 ist ein allgemeiner Ubersichtsartikel tiber Aufbau, Funktions-
weise und Vorteile von Dunnfilmmagnetspeichern, der keinerlei Angaben uber die
Stromversorgung oder Uber unterschiedliche Stromversorgungs-Betriebsweisen
im Normal- und in einem anderen Betrieb, bspw. einem Einbrennbetrieb enthalt.
Ein solcher weiterer Betrieb ist hier Uberhaupt nicht erwéhnt, vgl. S. 128 und die
Fig. 7.2.1 bis 7.2.6.

Die Druckschrift D2 offenbart einen Dunnfilmmagnetspeicher, der eine gemein-
same Stromversorgungsschaltung (current conveyor, Fig.7.6.4.) fur 32 Bit-
leitungen und eine weitere Stromversorgungsschaltung fir die eine Referenz-
bitleitung aufweist. Die Druckschrift macht jedoch ebenfalls keine Angaben Uber
verschiedene Konstantstrome und Uber eine Normal- und eine andere, bspw. eine
Testbetriebsart, vgl. S. 122 und die Fig. 7.6.1 bis 8.2.8.

Die Druckschrift D3 offenbart eine Anordnung zum Lesen des Speicherinhalts von
Dunnfilmmagnetspeicherzellen mit einer sogenannten Zwillingszellen-Anordnung

(twin cell structure). Auch diese Schrift macht keinerlei Angaben zu verschiedenen
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Konstantstromen oder zu einer Normal- und einer anderen, bspw. einer Testbe-
triebsart, vgl. S. 123 und die Fig. 1 bis 9.

Auch die Druckschrift D4 offenbart lediglich Aufbau, Materialien und Funktions-
weise einer Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung sowie den grundsatzlichen Auf-
bau eines entsprechenden Speichers (Fig. 14), ohne auf die Einzelheiten eines

Normal- und eines Testbetriebs einzugehen, vgl. S. 2752 bis 2757.

Die Druckschrift D5 vermittelt einen Uberblick Uber verschiedene Architekturen
von Dunnfilmmagnetspeichern sowie Uber verschiedene Anforderungen an derar-
tige Speicher hinsichtlich Signal-/Rauschverhéltnis, Leistungsaufnahme und An-
ordnungsdichte. Auch diese Schrift enthalt keine Angaben Uber einen anderen,
bspw. einen Testbetrieb und die dabei einzustellenden Parameter, vgl. S. 47
bis 50.

Die Druckschrift D6 offenbart eine programmierbare Stromquelle zum Erzeugen
von Referenzstromen in Bitleitungen von Speichervorrichtungen, die es ermdg-
licht, die ordnungsgeméafRe Programmier- und Loschfunktion von Flash-Speichern
zu Uberprufen, deren mehrere Schwellspannungen herstellungsbedingt eine ge-
wisse Variation aufweisen, vgl. Sp. 1, Zeile 40 bis Sp. 2, Zeile 2 i. V. m. mit den
Fig. 1 bis 5B.

Die Druckschrift D11 offenbart eine Dunnfilmmagnetspeichervorrichtung, bei der
die Speicherzellen einen Magnetspeicherbereich und ein in Reihe mit diesem ge-
schaltetes Zugriffselement in Form einer Diode aufweisen. Die Druckschrift gibt
die Lehre, diese Diode als GaAs-Diode auszubilden, um eine optimale Anpassung
an die Widerstandseigenschaften des Magnetspeicherbereichs zu erzielen, vgl.
S. 1782 und 1783.

Auch diese vorverdffentlichten Schriften kdnnen die Patentfahigkeit der Gegen-

stande der geltenden Anspriiche 1, 2, 4 und 12 somit nicht in Frage stellen.



-21 -

3.3 Die Druckschriften D7, D8 und D10 sind nichtvorvertffentlichte altere Anmel-

dungen, die lediglich fur die Neuheitsprifung heranzuziehen sind.

Die Gegenstande der geltenden Anspriche 1, 2, 4 und 12 sind gegeniber den

Gegenstanden dieser Druckschriften neu:

Bei der DUunnfilmmagnetspeichervorrichtung nach der Druckschrift D7 ist es nicht

vorgesehen, dass

- die Spannung am Gate der Feldeffekttransistoren des Zugriffselements derart
gesetzt wird, dass sie in einem ersten Operationsmodus geringer ist als in ei-
nem anderen Operationsmodus, wie es der geltende Anspruch 1 lehrt,

- Auswahlgateschaltungen in einem von zwei Operationsmodi eine Mehrzahl von
Datenleitungen mit der Stromversorgungsschaltung verbinden, wie es der gel-
tende Anspruch 2 angibt,

- ein Reihenauswahlbereich in einem von zwei Operationsmodi eine Mehrzahl
von Zugriffselementgruppen einschaltet, die einer Mehrzahl von Speicherzellen-
reihen entsprechen, wie es im geltenden Anspruch 4 angegeben wird,

- eine Auswahlgateschaltung die Datenschreibschaltung mit einer der
Datenleitungen verbindet, die zu den Testzielspeicherzellen im anderen Be-
triebsmodus korrespondieren, in dem die Datenschreibschaltung den zweiten
Konstantstrom liefert, wie es der geltende Anspruch 12 lehrt,

wobei zum Beleg vor allem auf die Fig. 1, 2, 6, 11, 13, 14 bis 16, 19, 22 bis 24, 35

bis 41, 44 bis 55, 60 bis 62, 69 bis 74 und 77 bis 82 und den zugehbrigen Text

verwiesen wird.

Die Druckschrift D8 offenbart keine Stromversorgungsschaltung, die in einem
Operationsmodus einen héheren Konstantstrom an die Datenleitungen anlegt als
im Normaloperationsmodus, wie es die geltenden Anspriiche 1, 2, 4 und 12 uber-
einstimmend lehren. Vielmehr ist in der Druckschrift D8 nur vom Normalopera-

tionsmodus, namlich dem Lese- (und dem Schreib-)Betrieb die Rede, vgl. insbe-
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sondere die Abschnitte [0031] bis [0033] und [0178] sowie [0179] bis [0184] und
[0395].

Gleiches gilt auch fur die altere Anmeldung gemal der Druckschrift D10, vgl. dort
insbesondere die Abschnitte [0031] bis [0052].

3.4 Die Dunnfilmmagnetspeichervorrichtungen nach den nebengeordneten An-
spruchen 1, 2, 4 und 12 sind damit patentfahig.

3.5 An diese nebengeordneten Anspriiche kénnen sich die Unteranspriche 3 und
5 bis 11 anschlie3en, die vorteilhafte Weiterbildungen der Dunnfilmmagnetspei-
chervorrichtung nach den nebengeordneten Ansprichen 1, 2 und 4 angeben.

3.6 Die Beschreibung erfillt die an sie zu stellenden Anforderungen, denn darin ist
der Stand der Technik angeben, von dem die Erfindung ausgeht, und die Erfin-
dung anhand von Ausfuhrungsbeispielen erlautert. Auch die Ubrigen Unterlagen

genugen den Anforderungen.

3.7 Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prifungsstelle aufzuheben und
das Patent antragsgemal zu erteilen.

Der Hilfsantrag auf miindliche Verhandlung kam damit nicht zum Tragen.

Die Beschwerdegebihr ist gemafll § 80 (3) PatG zurlckzuzahlen. Die Ruckzah-
lung der Gebuhr entspricht dem nach § 80 (3) PatG erforderlichen billigen Ermes-
sen, weil die Prifungsstelle die von der Anmelderin beantragte Anhérung nicht
durchgeflhrt hat.
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Grundsatzlich kommt nach gefestigter Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
die Ablehnung eines Antrags auf Anh6érung nur ausnahmsweise in Betracht, wenn
sich aus den Sachumsténden des Einzelfalls triftige Anhaltspunkte daftir ergeben,
dass eine weitere Diskussion der unterschiedlichen Standpunkte nicht sachdien-
lich ist, bspw. wenn sich aus dem vorangegangenen Verfahren ergibt, dass die
Grundlagen fir eine sachliche und sachbezogene Diskussion nicht gegeben sind,
bspw. weil der Anmelder wesentliche sachgerechte Darlegungen der Prifungs-
stelle im schriftlichen Verfahren unbeachtet gelassen, Prifungsbescheide unsach-
lich beantwortet oder Stand der Technik gezielt ignoriert hat (vgl. Schulte, PatG
8. Auflage, 8 46 Rdn. 9 m. w. N., insb. BPatG v. 22.11.2007 - 17 W (pat) 36/05).

Die Prifungsstelle hat die von der Anmelderin beantragte Anhérung hier mit der
Begriindung abgelehnt, dass davon auszugehen sei, dass sich die gefestigten
Standpunkte auch in einer Anhérung nicht andern wirden, was sich daraus er-
gebe, dass die Anmelderin dem Anspruchsvorschlag der Prifungsstelle neuerlich
nicht gefolgt sei. Bei dieser Sachlage sei eine Anhdrung nicht sachdienlich.

Die Tatsache, dass die Anmelderin ihr Patentbegehren mit einem anderen Patent-
anspruch verteidigt als ihn die Prifungsstelle fur gewahrbar erachtet, kann
- jedenfalls fur sich genommen - nicht als Beleg dafur angesehen werden, dass
die Anmelderin sich in einer Anhdrung grundsatzlich jeglichen Argumenten der
Prufungsstelle verschlieBen wird. Wenn die Anmelderin - wie im vorliegenden
Fall - in ihrer zusammen mit dem von ihr formulierten Anspruch Ubermittelten Ein-
gabe substantiiert und ausfuhrlich dargelegt hat, warum sie sich dem Anspruchs-
vorschlag der Prufungsstelle nicht anschlieRen kann, und sich auch sonst in sach-
gerechter und nachvollziehbarer Weise mit den Darlegungen der Prifungsstelle
auseinandergesetzt hat, besteht keinerlei Anlass fir die Annahme, die Anmelderin
werde sich fundierten Gegenargumenten der Prufungsstelle verschliel3en, so dass
eine Diskussion der strittigen Punkte in einer Anhdérung von vorneherein keinen
Sinn habe. Im Gegenteil hat die Anmelderin mit ihren Darlegungen die Grundlage

fur eine sachgerechte Diskussion der unterschiedlichen Auffassungen gelegt, so
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dass es nunmehr Sache der Prifungsstelle gewesen ware, auf die diesbezugli-

chen Argumente einzugehen und diese ggfs. zu entkraften.

Hierzu ware die von der Anmelderin beantragte Anhérung sachdienlich gewesen.

Denn in einer Anhdrung kénnen die kontroversen Ansichten, die sich im Vorfeld
einer Anhorung im schriftlichen Verfahren herausgebildet haben, im direkten ge-
genseitigen Austausch von Argumenten diskutiert werden, wobei der unmittelbare
Austausch der Argumente beide Seiten dabei in aller Regel in weitaus héherem
Mald dazu veranlasst, sich mit den Argumenten der jeweiligen Gegenseite aus-
einanderzusetzen und die eigenen Argumente auf ihre Stichhaltigkeit zu Gberpru-
fen, als dies im schriftlichen Verfahren der Fall ist. Insofern ist eine Anhdrung in
der Regel immer sachdienlich, gleichguiltig, ob sie zu einer Anndherung der

Standpunkte oder zu einer Festigung der unterschiedlichen Ansichten fuhrt.

Dr. StroRner Dr. Hock Brandt Dr. Friedrich
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